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요약

본 발명은 박막 트랜지스터 액정 표시장치에 관한 것으로, 그 구성은 제1 기판과 제2 기판, 액정층, 상부 전극, 하부 전
극 및 복수개의 편광기를 포함한다.

    
상기 제1 기판과 제2 기판사이에는 에워쌓인 공간이 형성된다. 상기 액정층은 상기 에워쌓인 공간내에 충진된다. 상기 
상부 전극은 제1 기판의 내부면상에 형성된다. 상기 하부 전극은 협소 전극과 상기 협소 전극이외에 화소 전극을 갖는 
제2 기판의 내부면상에 형성된다. 상기 내부 전극은 박막 트랜지스터의 드레인/소스에 결합되고, 상기 화소 전극의 일
부는 상기 박막 트랜지스터의 드레인/소스에 중첩되나 상기 박막 트랜지스터의 드레인/소스에 대하여 절연된다. 상기 
편광기는 제1 기판과 제2 기판의 외부면상에 각각 형성된다.
    

본 발명에 따르면, 전기용량성 커플링에 의해 전압을 발생시켜 다중 도메인을 형성함으로써 구동을 위한 칩수가 줄고, 
TFT 어레이의 디자인도 단순화될 뿐만 아니라 상부 전극의 구조를 개질할 필요도 없으므로 제조공정이 간단하게 된다. 
또한 칼라 필터상에 슬릿 혹은 돌출부를 생성하기 위한 추가 공정을 필요로 하지 않으며, 부가하여 상부 기판과 저부 기
판사이에 높은 정렬 정확도를 필요로 하지 않는 잇점을 갖는다.
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대표도
도 2a

색인어
박막 트랜지스터, 기판, 액정층, 전극, 드레인/소스

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 PVA 타입 LCD의 포텐셜 분포를 도시한 도면이다.

도 2a는 본 발명의 일 실시에 의한 레이아웃을 도시한 도면이다.

도 2b는 본 발명의 또다른 실시에 의한 레이아웃을 도시한 도면이다.

도 2c는 도 2a의 단면도이다.

도 3은 본 발명에 의한 LCD와 통상의 PVA 타입 LCD의 반응 시간을 대비한 그래프이다.

도 4a는 본 발명의 실시에 의한 TFT-LCD의 구조를 도시한 도면이다.

도 4b는 본 발명의 실시에 의한 TFT-LCD의 포텐셜 분포를 도시한 도면이다.

*도면의 주요한 부위에 대한 간단한 설명*

20,21... 갭 22,23,54... 화소 전극 24,25,52... 협소 전극

26,27... 컨택홀 28,29... 드레인 30,42... 상부전극

32... 유전층 34,60... 액정층 40,50... 기판

70... 편광기

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 일반적으로는 박막 트랜지스터 액정 표시장치(이하, 'TFT-LCD'라 한다)에 관한 것이다. 보다 상세하게는 
본 발명은 전기용량성 커플링(capacitive coupling)에 의해 전압을 발생시켜 다중 도메인을 형성한 박막 트랜지스터 
액정 표시장치에 관한 것이다.

액정 표시장치(LCD)가 노트북과 모니터에 적용되면서 LCD에 대한 시장이 점차적으로 확장되고 있다. 대형, 고해상도 
LCD 패널이 데스크탑 모니터에 사용될 때에는, 넓은 조사각과 빠른 반응 시간이 요구되게 된다.

    
VA(수직으로 정렬된) LDC를 위하여, 액정 분자의 도메인을 제어하여 LCD에 대하여 보다 넓은 조사각을 얻는 것은 중
요한 기술이다. 대다수의 통상 LCD는 LCD 패널과 편광기가 그 외부면상에 부착된 90°트위스트 네마틱 타입(TN) L
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CD이다. 상술한 통상의 LCD는 가시각이 좁고(수평으로는 약±40° 그리고 수직으로는 ±30 °), 반응 시간은 느리며
(약50ms), 그리고 칼라 분산이 심하다는 단점을 갖는다. 따라서, 통상의 기술에 의해 우수한 LCD 패널을 얻기는 어렵
다. 더욱이, 제조도중 마찰로 인해 전기적 방전과 오염을 야기시킬 것이다.
    

    
넓은 조사각을 갖는 LCD 패널 제조를 위하여, 종래 기술은 다수의 VA LCD 구조를 개발시켜 왔다. 예를 들어, 도 1은 
삼성전자에 의해 개발된 패턴화된 VA(PVA) 타입 LCD를 도시한 도면이다. 도 1에 있어서, 상부 전극 10과 하부 전극 
12상에 슬릿 14가 존재함으로써 슬릿 14 주위에 수평 전기장을 형성하게 된다. 도 1내에서 곡선은 전기장에 수직인 전
기적 포텐셜 라인을 나타낸다. 따라서, 액정 분자의 기판에 수직 배치 방향이 수평 전기장에 의해 회전됨에 의해 다른 
도메인내에서 다른 배치 방향을 형성하게 되는 것이다.
    

부가하여, Fujitsu사는 다중 도메인 수직 정렬(MVA)을 갖는 LCD구조를 제공하며, 이는 액정 분자에 대하여 미리 경
사진 각도를 제공하도록 상부 전극상에 돌출부를 형성함으로써 액정 분자가 다른 도메인내에서 다른 배치 방향을 형성
하도록 한 것이다.

이같은 종래기술들은 넓은 조사각을 갖는 LCD는 제공할 수 있지만, 칼라 필터상에 슬릿 혹은 돌출부를 형성해야 하는 
추가 공정을 요한다. 더욱이, 상부 기판과 저부 기판사이에 높은 정렬 정확도가 요구되며, 따라서 제조 공정이 보다 복
잡하게 된다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

    
이에 본 발명의 목적은 하부 전극간 전압차에 의해 다중 도메인을 형성시킨 TFT-LCD를 제공하려는 것으로, 이는 전
기용량성 커플링에 의해 발생한 전압차로 인해 도메인을 제어하게 된다. 부가하여, 상기 전압차는 추가 데이터 라인을 
부가함없이 저부전극사이에서 생성되게 된다. 따라서, 구동을 위한 칩수가 줄고, TFT 어레이의 설계도 단순화된다. 더
욱이, 본 발명은 상부 전극의 구조를 개질할 필요도 없다. 삼성전자에 의해 제공된 패턴화된 VA 타입 LCD와 Fujitsu사
에 의해 제공된 다중 도메인 수직 정렬된 타입의 LCD와 비교해보면, 본 발명에 따른 제조공정은 간단하다.
    

    
상술한 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 하부 전극은 최소 2개의 전극, 협소 전극(narrow electrode)과 화소 전극
(pixel electrode)으로 분할된다. 상기 화소 전극은 나아가 보다 많은 수의 화소 전극으로 분할될 수 있다. 부가하여, 
상기 협소 전극은 박막 트랜지스터의 드레인/소스에 결합되며, 상기 화소 전극의 일부는 상기 박막 트랜지스터의 드레
인/소스상에 중첩되나 박막 트랜지스터에 대하여 절연된다. 따라서, 전기용량성 커플링이 생성되어 화소 전극의 전압보
다 협소 전극의 전압을 높게 한다. 그러므로 수평적 전기장이 상기 협소 전극과 화소 전극간에 형성되어 화소내에 복수
개의 도메인을 생성하게 된다. 본 발명은 칼라 필터상에 슬릿 혹은 돌출부를 생성하기 위한 추가 공정을 필요로 하지 않
는다. 부가하여, 본 발명은 상부 기판과 저부 기판사이에 높은 정렬 정확도를 필요로 하지 않는다.
    

    발명의 구성 및 작용

도 2a 및 도 2b는 본 발명에 의한 화소의 구조를 도시한 도면이다. 도 2a와 도 2b에서, 2개 및 4개의 도메인을 포함하
는 2개의 실시예가 있다.

우선, 도 2a에 있어서, 본 실시예의 하부 전극은 갭 20에 의해 화소 전극 22과 협소 전극 24로 3분할된다. 상기 화소 
전극 22는 전기-플로팅(electro-floating; 전원에 접속되지 않음)이며, 상기 협소 전극 24는 컨택홀 26을 통하여 드
레인 28에 접속된다. 도 2b에 있어서, 본 실시예의 하부 전극은 갭 21에 의해 화소 전극 23과 협소 전극 25로 5분할된
다. 그중 4개의 화소 전극 23은 전기-플로팅이며, 상기 협소 전극 25는 컨택홀 27을 통하여 드레인 29에 접속된다.
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도 2c는 도 2a의 단면도로서, 이는 전기용량성 커플링에 의해 전압차를 생성시킨 TFT-LCD 셀의 구조를 도시하고 있
다.

칼라 필터를 갖는 상부 전극 30의 전압 수준은 V 2이며, 플로팅 화소 전극 22의 전압 수준은 V f라 한다. 하부 전극중 
협소 전극 24는 전압이 V1인 TFT의 드레인 28에 접속된다. 부가하여, C 1은 화소 전극 22와 제1 유전층 32(예를 들
어, SiNx)간 커패시턴스이며, d 1은 제1 유전층 32의 두께이며, A 1은 제1 유전층 32와 화소 전극 22사이에 중첩영역
이며, ε1은 제1 유전층 32의 유전상수이다. 제2 유전층 34는 액정층이다. C 2는 화소 전극 22와 액정층 34간 커패시
턴스이며, d2는 액정층 34의 두께이고, A2는 액정층 34과 화소 전극 22간 중첩영역이며, ε 2는 액정층 34의 유전상수
이다.

따라서, 화소 전극 22의 전압을 구하는 식 1은 다음과 같다:

수학식 1
Vf= (C1V1+ C2V2 )/(C1+C2 )

    
도 3은 본 발명에 따른 LCD과 통상 PVA 타입 LCD의 반응시간을 시뮬레이션화한 그래프이다. 도 3에 있어서, 영역 A
는 통상 PVA 타입 PCD의 반응 시간을 나타내며, 영역 B는 본 발명에 의한 LCD의 반응 시간을 나타낸다. 기호 '▲'는 
상부 전극의 전압이 0이고 화소 전극의 전압은 3V일때의 반응시간을 나타낸다. 기호 '■'는 상부 전극의 전압이 0이고 
화소 전극의 전압이 4V일 때의 반응 시간을 나타낸다. 기호 '◆'는 상부 전극의 전압은 0이고 화소 전극의 전압은 5V일 
때의 반응 시간을 나타낸다. 본 발명의 반응 시간은 협소 전극의 전압이 화소 전극보다 대략 10% 높을 때 명백하게 저
감되며, 이는 종래기술보다 우수한 것이다.
    

상술한 조건을 하기식 2로 나타낼 수 있다:

수학식 2
Vf- V2< 0.9(V 1-V2 )

상기 식 1과 2에 따르면, 하기식 3을 얻을 수 있다:

수학식 3
C1 /C2< 9

한편, 커패시턴스의 방정식 C=εA/d를 대입하면, 하기식 4를 얻을 수 있다:

수학식 4
ε1A1 d2 /ε2A2 d1< 9

따라서 식 4의 조건을 만조한다면, 화소 전극 22과 협소 전극 24간 전압차는 PVA 타입 LCD에서보다 단축된 반응 시
간을 얻기에 충분하게 된다.

도 4a는 본 발명의 실시예에 따른 TFT-LCD의 구조를 도시한 도면이다. 본 발명의 실시에 따른 TFT-LCD는 상부 기
판 40, 저부 기판 50, 액정층 60, 상부 전극 42, 하부 전극 52 및 편광기 70을 포함하여 이루어진다.

상부 기판 40과 저부 기판 50사이에 에워싸인 공간이 형성된다. 상기 에워쌓인 공간내에는 액정층 60이 충진된다. 상
부 전극 42는 상부 기판 40의 내부면상에 형성된다. 하부 전극은 저부 기판 50의 내부면상에 형성된다. 상기 저부 기판
은 협소 전극 52와 상기 협소 전극 52이외에 최소 하나이상의 화소 전극 54를 포함하여 이루어진다.
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도 4b는 본 발명의 실시예에 따른 TFT-LCD의 포텐셜 분포를 도시한 도면이다. 본 실시예에 따르면, 상부 전극 42는 
포장 전극이며 그라운드에 접속되며, 하부 전극은 2개의 화소 전극 54와 1개의 협소 전극 52로 분할된다. 상기 협소 전
극 52의 전압은 화소 전극 54보다 5∼200% 크다. 부가하여, 협소 전극 52는 박막 트랜지스터의 드레인/소스에 결합되
며 화소 전극 54의 일부는 박막 트랜지스터의 드레인/소스에 중첩되나 박막 트랜지스터의 드레인/소스에 대하여 절연
된다. 복수개의 편광기가 상부 기판 40과 저부 기판 50의 외부면상에 각각 형성된다.
    

도 4b에 있어서, 협소 전극 52와 화소 전극 54사이에 수평적 전기장이 형성되며, 도 4b내 곡선은 전기적 포텐셜 라인
을 나타낸다. 본 발명의 전기장 방향은 통상의 PVA 타입 LCD와 유사하므로, 액정 분자의 도파기는 통상의 PVA 타입 
LCD와 유사하다. 그러나, 본 발명은 상부 전극상에 추가 슬릿을 형성할 필요는 없다.

본 발명에 있어서, 하부 전극은 최소 2개의 화소 전극 54와 1개의 협소 전극 52로 분할된다. 협소 전극의 형태에는 제
한없으며, 따라서 협소 전극의 형상은 직선 혹은 곡선일 수 있다. 상기 화소 전극의 갯수, 형상 및 크기 또한 제한없으며, 
홀수 혹은 짝수일 수 있다. 각 도메인의 크기는 디자인에 따라 좌우되며, 갭의 크기는 충분한 수평 전기장을 생성하도록 
디자인된다. 나아가 본 발명에 따른 액정층은 음(-) 타입 액정층이다.

본 발명의 구조는 다른 적용처에 따라 나아가 보상 플레이크(compensative flake), 칼라 필터 및 반사기를 포함할 수 
있다. 부가하여, 본 발명의 구조는 나아가 TFT 및 주변 회로를 포함한다.

본 발명의 바람직한 실시예는 예시할 목적으로 기술된 것이다. 상술한 사상 범위내에서 명백한 개질 혹은 변경이 가능
하다. 상기 실시예는 본 발명의 원리 및 실질적인 적용을 최상으로 예시할 수 있도록 선택된 것이며, 따라서 이 기술분
야에서 숙련된 자라면 본 발명을 다수의 실시 및 변경할 수 있다. 모든 이같은 개질 및 변경은 첨부된 청구범위에 의해 
결정된 본 발명의 사상내에 있다.

    발명의 효과

본 발명에 따르면, 전기용량성 커플링에 의해 전압을 발생시켜 다중 도메인을 형성함으로써 구동을 위한 칩수가 줄고, 
TFT 어레이의 디자인도 단순화될 뿐만 아니라 상부 전극의 구조를 개질할 필요도 없으므로 제조공정이 간단하게 된다. 
또한 칼라 필터상에 슬릿 혹은 돌출부를 생성하기 위한 추가 공정을 필요로 하지 않으며, 부가하여 상부 기판과 저부 기
판사이에 높은 정렬 정확도를 필요로 하지 않는 잇점을 갖는다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

그 사이에 에워쌓인 공간이 형성된 제1 기판과 제2 기판;

상기 에워쌓인 공간내에 충진된 액정층;

상기 제1 기판의 내부면상에 형성된 상부 전극;

상기 제2 기판의 내부면상에 형성된 하부 전극; 및 상기 제1 기판과 제2 기판의 외부면상에 각각 형성된 복수개의 편광
기;를 포함하여 이루어지며,

여기서 상기 제2 기판은 협소 전극과 상기 협소 전극이외에 화소 전극을 갖고, 여기서 상기 협소 전극은 박막 트랜지스
터의 드레인/소스에 결합되며, 상기 화소 전극의 일부는 상기 박막 트랜지스터의 드레인/소스상에 중첩되나, 상기 박막 
트랜지스터의 드레인/소스에 대하여 절연되는 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터 액정 표시장치

청구항 2.
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제1항에 있어서, 상기 액정층은 음(-) 타입 액정층인 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터 액정 표시장치

청구항 3.

제1항에 있어서, 상기 협소 전극의 전압 수준은 화소 전극의 전압보다 5∼200% 큰 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스
터 액정 표시장치

청구항 4.

제1항에 있어서, 상기 협소 전극은 박막 트랜지스터의 드레인과 결합되는 것을 특징으로 하는 박막 트래지스터 액정 표
시장치

청구항 5.

제1항에 있어서, 상기 화소 전극은 전기-플로팅(electro-floating)하는 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터 액정 표
시장치

청구항 6.

제1항에 있어서, 상기 화소 전극의 전압 수준은 전기용량적 커플링(capacitive coupling)에 의해 발생되는 것을 특징
으로 하는 박막 트랜지스터 액정 표시장치

도면
도면 1
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도면 2a

도면 2b
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도면 2c

도면 3

도면 4a
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도면 4b
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本发明涉及薄膜晶体管液晶显示器，其结构包括第一基板，第二基板，
液晶层，上电极，下电极和多个偏振器。形成第一衬底和第二衬底中称
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板的外侧和第一基板上。根据本发明，通过利用电容耦合产生的电压并
形成多畴，用于驱动的​​芯片数量减少。由于需要简化TFT阵列的设计以
改造上电极的结构，因此制造工艺不简单。而且，不需要用于在滤色器
上形成狭缝或突出部分的附加工艺。并且它具有增加的优点，并且不需
要在上板和底板原纤维虱中具有高对准精度。薄膜晶体管，基板，液晶
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